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Statischer 64-KBit-Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (SRAM) 

Organisation - 8192 x 8 Bit 

- Bidirektionale Ein- und Ausgänge 
- Tristate-Ausgengsstufen 
- Bin- und Ausgänge TTL-kompatibel 

Betriebsspannung Ugg= 5 V + 10% 

Datenerhalt bis Uggg = 2 V (Schlafzustenä) 

Technologie CMOS-SGT 

Bauform Gehäuse A1NF nach TGL 26 713/02, Plast 
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Der Schaltkreis U 6264 DG ist ein statischer Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff in der 

Organisationsform 8192 Worte zu 8 Bit (& KByte). Die Schaltkreise sind für den Finsatz in Geräten 

der Datenverarbeitung, der Automatisierungstechnik und der kommerziellen Elektronik bestimnt, 

Auf Grund inrer geringen Leistungsaufnehme sind sie besonders für batteriegepufferte und tragbare 

Geräte geeignet. 

Zxp. OAi-Zugriffazeit Art 

U 6264 DG05 55ns - (Selektionstyp) 

U 6264 DG07 TO n8 (Grundtyp) 
U 6264 DG10 100 n8 (Anfalltyp) 

Anschlußbelegung 
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Funktionsbeschrei 

Der Schaltkreis hat die Organisationsform 8192 Worte zu 8 Bit. 3r besitzt Redundanz, die keinen 

Einfluß auf die elektrischen Kennwerte hat. 

Der Schaltkreis wird mit der H/L-Flanke von CE1 bzw. der L/H-Planke von CE2 aktiviert. Gleichzeitig 

werden die Adreß- und Steuereingänge geöffnet. Je nach Information an WE und OE sind die Datenein- 

gänge oder -ausgänge ektiv. Im ausgewählten Zustand des Schaltkreises (6E1 = L und CE2 = H) 1öst 

jede Adressenänderung einen neuen Lese- oder Schreibzyklus aus,. 

Beim Lesen (CE1 = L, CB2 = H, ME = H) gelengt die Information aus den Zellen bis zu den Datenaus- 

gangsstufen (internes Lesen). Mit der H/L-Flanke von ÖE werden die Datenausgänge aktiviert und die 

Information liegt niederohmig an den Datenausgängen DQ0 bis DQ7 an. Durch dieses Signal kam die 

Zugriffszeit verkürzt werden und der extemne Datenbus steht nach der Aktivierung des Schaltkreises 

zur Datenübertragung noch zur Verfügung. 

Beim Schreiben (CEF1 = L, CE2 = H, 7E = L) wird die an den Dateneingängen DQ0 bis DQ7 anliegende In- 

formation in die eadressierten 8 Zellen geschrieben. Der Schreibzyklus wird mit der L/H-Flanke von 

OE1 oder der H/L-Flanke von CE2 oder der L/H-Flanke von WE beendet. 

Für alle Typen wird der Detenerhalt bis Ucc = 2 V (Schlafzustand) mit geringem Schlafstrom garantiert,. 

Im Schlafzustend muß der Schaltkreis durch CE1 = H oder CE2 = L insktiviert werden. Nach Beendigung 

des Schlafzustandes (I.TGc > 4,5 V) iet für die internen Vorladungen die Einhaltung der Zeit °.\Vhl 

notwendig. 

Die einzelnen Betriebsarten zeigt die folgende Tabelle, 

Betriebsart CE7 CE2 WE SE Datenanschlüsse 

nicht ausgewählt - * 

X “ . hochohmig 

Internes Lesen L H H H hochohmig 

Lesen L H H L Datenausgänge 
niederohmig 

Schreiben “ ® H L * Datenzusgänge 
hochcohmig 

#* s Zustand beliebig 

Zé1tüi«agrun\lle (siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7) 

Signale Flanken 

D - Dateneingeng H - Übergang nach II 

Q = Datenausgang L - Übergang nach L 

C1 = CE1 V - Übergang in gültigen Zustand 

02 = CE2 X - Übergang in ungültigen Zustand oder 

o = OB beliebigen Zustand 

- Übergang in hochohmigen Zustend w - WE Z 

Flankenanstiegs- und Plankenabfallzeit fa = tayr, < 5 n8 

Für die Diagramme Schreibzyklus 1, 2 und 3 gilt folgende Anmerkung: 

Wenn E, ÖE, E1 und CE2 während dieser Periode im Lesemodus sind, Befinden sich die Datensusgänge 
im niederohmigen Zustand, und es ist nicht zulässig, inverse Eingangsdaten anzulegen.



Grenzwerte 

Alle Spanmnungen sind auf Uggg =0V (Masse) zu beziehen. 

Kurzzeichen min.” maX. Einheit 

Betriebsspannung Uoc -0,3 7,0 V 

Spanm an allen ein- U. =0,3 Uoc + 0,5 Y 
fachen und bläirektiona- 1 ö c 
len Eingängen 5 

Gesamtverlust- 'Ptot - 1 W 

leistung 

Betriebsb 

Alle Spannungen sind auf Usg = 0V (Masse) zu bezichen. Die Behandlungsvorschriften für MOS-Schalt- 

kreise sind einzuhelten, 

Ein Kurzschluß zwischen aktiven Ausgängen und Masse oder Betriebsspamung ist nicht zulässig. 

Allgemeine Betriebsbedingungen 

Kurzzeichen min. typ. MAX. Einheit 

Bet:d.ebuspM : Uoo 4,5 5,0 5,5 v 

Betriebsspamnung im v 2,0 - - Y 
Sohlatßun$gnd 5E * 

L-Eingangsspannung UIL -0,3 - 0,8 »” V 

H-Eingangsspamung Ur 2,2 - Ucc+ %3 V 

Umgebungstemperatur 4»;' -25 - 85 ° 

Verzögerung Adressen- = A 
wechsel/Ausgang tn\l'fi! 10 n 
aktiv 

"Verzögerung M t - - 10 ns ” 
Ausgang aktiv GTE 

Verzögerung CE2 t - - 10 ns 
Ausgang aktiv CZHQE 

Verzögerung OE t - - 5 ns 
Ausgang aktiv OLQX 

Verzögerung WE TyHox - - 5 ns 
Ausgang aktiv
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© _ Betriebsbed: n aa 

U 6264 
Kurzzeichen DG05 DG07 DG10 Einheit 

Zykluszeit ‘A‘Il.l 55 70 100 ns 

OE1-L-Impulsdauer to4LCIH 50 65 90 ns 

CE2-H-Impulsdauer ‘Gälflfl'a 50 65 9 ns 

Adressenvorhaltezeit yı 
gegenüber Schreibende Sa 50 65 90 a 

*avcoL 

Datenvorhaltezeit —- 
gegenüber Schreibende S E 30 35 40 n 

*pvc2u 
Datenhaltezeit nach 
Schreibende %z ö 5 ä - 

*c21n02 
WE-L-Impulsdauer ıwa 40 50 70 ns 

Adreasenvorhaltezeit % 
gegenUbor Schreib- dla 

'ang AVCIL 
'AVC2H 

Erholzeit nach Schreib- 
zyklus *arax 

%oqaz 0 0 o n5 
*c21.AX 

Zeit von Schaltkreis- + 2; 
aktivierung bis 'C1HUL * 2 
Schlafzustand to21UL 

Erholzeit nach 3 
Schlafzustand *uHcaL 33 

to2u *AvAX 

LA 

U 6264 
Kurzzeichen 2605 DG07 DG10 Einheit 

Adressenzugriffszeit tMIQV 

ÖFi-Zugriffazeit „ 55 70 100 ns®) 

CE2-Zugriffszeit . ‘c2uqv 

Dynamische Strom- Icco 120 mA 
aufnahme 

OE-Zugriffszeit * 35 40 50 ns 
Ugg = 5,0 SR 

Verzögerung CE2 nach tc2LQZ 20 25 35 ns 
L, Ausgeng hochohmig 

Wegen der höchsten Priorität der CE-Eingänge werden die Abschaltzeiten 

*C1HW. +"an3 und '0HÜ der Zeit tCZ[-QZ gleichgesetzt,. ‘ 

"Efig].!;:n\ll!.ge Unterschreitung bis -2 V für die Dauer von 10 ns imnerhalb einer Zykluszeit ist 
z Baig. \ 

2)yL - Abainken der Betriebsspennung 
3)y — Ansteigen der Betriebsspannung 
“ucc = 4,5 V 



Kenngrößen 

L-Ausgangsspeanzung 

Ug = 45 V 

Ig = 3,2 mA 

K-Ausgängsspämung 

cg = 45 V 

Ig =-1,0 m 

Stromaufnahme im 
Ruhezustand 

Uge = 55 V 
Stromaufnahme im 
Schlafzustand 

Ucg= 3V 

Eingangsleckstrom 
einfacher Eingänge 

Ucg = 55 V 

Eingangsleckstrom 
bidirektionaler 
Bingänge 
Uco= 55 V 

Ur I 

Ug = 0V oder 5,5 V 

z 0V 

. Eingangskapazität 

Y =25°% 

$ kaa MWM 
Wöhrend des Letezyklus W ; E OE - On ; CEZ - U 

Tavax x 

Wöährend. des Lesazyklus WE+H 

Kursgeichen min. max, Einheit 

Ur - 0,4 v 

Vop 2,4 - v 

TeoR - 100 pu 

Ta - 10 yn 

Irr -2 2 y 

Ir =10 10 pu 

Or - 10 pr 

Bild 4: Lesezyklus 1 

Bild 5: Lesezyklus 2
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Anm.'z 
Wenn WE, ÖE, 21 und CE2 während dieser Periode 8, Anm, Bild 6 
im Lesemodus sind, befinden sich die Datenaus- Bild’7; Sohreibzyklus 2 (F IB"“““‘Ü 

gänge im niederohmigen Zustand, und es ist nicht 

zulässig, die digital entgegengesetzten Zingangs- 

daten anzulegen. 

Bild 6: Schreibzyklus 1 (WE gesteuert) 
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5. Anm, Bild 6 

Bild 8: Schreibzyklus 3 (CE7 gesteuert) 



Uce25 ® Uccs -02V oder Ucezs S 0,2 V 

“ * Bild 9: Sohlafzustand 1 (CM{ gesteuert) 

Schlafzustand 

Bild 10: Schlafgustand 2 (CE2 gesteuert) 
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